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(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine integrierte 
Halbleiterschaltung mit einem Halbteiter-Substrat (Sub), 
mit einer Anzahl von ersten Potentialschienen (P1-i). 
die im Betrieb ein erstes Versorgungspotential (VSS-i) 
der Halbleiterschaltung fuhren, mil einer Anzahl von 
zweiten Potentialschienen (P2-i), die im Betrieb ein 
zweites Versorgungspotential (VCC-i) der Halbleiter- 
schaltung fuhren, mit einer Anzahl von aut dem Halblei- 
ter-Substrat (Sub) ausgebildeten Schaltungsteilen (Si), 
die zur Versorgung mit elektrischer Spannung zwischen 
jeweils einer der ersten und. einer der zweiten Potential- 
schienen angeschlossen sind, mit einer auf dem Halb- 
leiter-Substrat (Sub) ausgebildeten und jedem 
Schaltungsteil (Si) zugeordneten Anschluf3stelle (PAD- 
ij), an welcher im Betrieb des Schaltungsteiles (Si) ein 
Eingangs- Oder Ausgangssignal fur den jeweiligen 
Schaltungsteil (Si) anliegt, sowie mit einer dem Schal- 
tungsteil (Si) zugeordneten und auf dem Halbleiter-Sub- 
strat (Sub) ausgebildeten Schutzschaltung (ESD-i) 
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gegen Uberspannungen, die eingangsseitig mit der 
zugehOrenden AnschluGstelle (PAD-ij) des jeweiligen 
Schaltungsteiles und ausgangsseitig mit dem jeweiligen 
Schaltungsteil verbunden ist. Erf indungsgemaB ist vor- 
gesehen, daB die Schutzschaltung (ESD-i) einen zur 
Ableitung von Oberspannungen dienenden Entladungs- 
ptad (EP) besitzt, der mit einer im Betrieb gegenuber 
samtlichen AnschluGstellen (PAD-ij) der Schaltungsteile 
(Si) ein gemeinsames Bezugspotential (VESD) fuhr en- 
den Sammel-Potentialschiene (P-ESD) gekoppelt ist. 
Hierbei kann die Sammel-Potentialschiene (P-ESD) 
eine auf dem Halbleiter-Substrat (Sub) ohnehin gebil- 
dete gemeinsame Potentialschiene darstellen, die im 
Betrieb der Halbleiterschaltung ein fur s&mtliche Schal- 
tungsteile gemeinsames Potential (VBB) fuhrt. Bei- 
spielsweise stellt die Sammel-Potentialschiene (P-ESD) 
der Potential -Ring fur die Substratspannung (VBB) der 
Halbleiterschaltung dar. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine integrierte Halb- 
leiterschaltung mit einem Halbleiter-Substrat, einer 
Anzahl von ersten Potentialschienen, die im Betrieb ein 
erstes Versorgungspotential der Halbleiterschaltung 
fuhren, einer Anzahl von zweiten Potentialschienen, die 
im Betrieb ein zweites Versorgungspotential der Halb- 
leiterschaltung fuhren, einer Anzahl von auf dem Halb- 
leiter-Substrat ausgebildeten Schaltungsteilen, die zur 
Versorgung mit elektrischer Spannung zwischen jeweils 
einer der ersten und einer der zweiten Potentialschie- 
nen angeschlossen sind, einer auf dem Halbleiter-Sub- 
strat ausgebildeten und jedem Schaltungsteil 
zugeordneten AnschluBstelle, an welcher im Betrieb 
des Schaltungsteiles ein Eingangs- oder Ausgangssi- 
gnal fur den jeweiligen Schaltungsteil anliegt, und einer 
dem Schaltungsteil zugeordneten und auf dem Halblei- 
ter-Substrat ausgebildeten Schutzschaltung gegen 
Oberspannungen, die eingangsseitig mit der zugeho- 
renden AnschluBstelle des jeweiligen Schaltungsteiles 
und ausgangsseitig mit dem jeweiligen Schaltungsteil 
verbunden ist. 

Eine derartige integrierte Halbleiterschaltung ist 
beispielsweise aus der EP 0 623 958 A1 bekannt. Inte- 
grierte Halbleiterschaltungen, insbesondere MOS-inte- 
grierte Halbleiterschaltungen sind bekanntlich 
gegenuber elektrostatischen Aufladungen (ESD - Elek- 
trostatic Discharge) empfindlich. soweit diese auf deren 
Anschlusse (PADs am Halbleiterchip; PINs am Halblei- 
terschaltungsgehause) einwirken. Die bekannt© inte- 
grierte Halbleiterschaltung besitzt zur Vermeidung von 
ESD-Schaden auf dem Halbleitersubstrat ausgebildete 
Schutzschaltungen zur Ableitung von Oberspannungen, 
welche jeweils zwischen einer AnschluBstelle (PAD) 
und einem der entsprechenden AnschluBstelle zuge- 
ordneten Schaltungsteil angeordnet sind. und welche 
entweder mit einem ersten Versorgungspotential VSS 
(meist Masse bzw. Ground genannt) Oder - seltener - 
mit einem zweiten Versorgungspotential VCC verbun- 
den sind. Aus Layoutgrunden, d.h. aus Grunden eines 
lediglich eingeschrankt zur Verfugung stehenden Plat- 
zes sind derartige ESD-Schutzschaltungen nur an dem 
jeweiligen lokalen Versorgungspotential in unmittelbarer 
Nahe des zugehorenden Schaltungsteiles angeschlos- 
sen, in der Regel an dem lokalen ersten Versorgungs- 
potential VSS. 

Fig. 1 zeigt in einer schematischen Ansicht die 
bekannte Anordnung einer integrierten Halbleiterschal- 
tung mit ESD-Schutzschaltungen bei mehrfachen Ver- 
sorgungsspannungsanschliissen. Es ist eine Anzahl 
von ersten, im Baustein gegeneinander isolierte Poten- 
tialschienen P1-1, PI -2 P1-i die im Betrieb ein 

erstes Versorgungspotential VSS-1. VSS-2 VSS-i 

fuhren, und eine Anzahl von zweiten, gleichfalls im Bau- 
stein gegeneinander isolierte Potentialschienen P2-1, 
P2-2, ... P2-i vorgesehen, die im Betrieb ein zweites 

Versorgungspotential VCC-1, VCC-2 VCC-i der 

Halbleiterschaltung fuhren. Der Grund dafur, daB die 



Potentialschienen fur die Spannungsversorgung intern 
getrennt sind, liegt darin, daB Rausch-Quellen wie etwa 
Stdrungen der Eingangs-Buffer durch Stromspitzen aus 
den l/O-Treibern entkoppelt sind. Ferner ist eine Anzahl 

5 von auf dem Halbleitersubstrat ausgebildeten Schal- 
tungsteilen S1, S2, S3 Si vorgesehen, die zur Ver- 
sorgung mit elektrischer Spannung zwischen jeweils 
einer der ersten und einer der zweiten Potentialschiene 
angeschlossen sind. Zum Schutz der Schaltungsteile Si 

w gegen Oberspannungen aufgrund einer ESD-Belastung 
sind Schutzschaltungen ESD-1, ESD-2, ESD-3, .... 
ESD-i vorgesehen, die jeweils im Leitungspfad zwi- 
schen einer AnschluBstelle PAD-11, PAD-1n PAD- 

2j, PAD-ij und dem zugehorenden Schaltungsteil ange- 

75 ordnet, und mit der zugehorenden lokalen ersten Poten- 
tialschiene P1-1, P1-2 P1-i gekoppelt sind. 

Im folgendem soil die Verwendung der Indizes in 
der vorliegenden Anmeldung erlautert werden. Der 
Index i bezeichnet die Anzahl der Spannungsversor- 

20 gungen der integrierten Halbleiterschaltung. Beispiels- 
weise besitzt ein 256 K x 16 DRAM 3 getrennte 
Spannungsversorgungen (i = 3), d.h. 3 VCC- und 3 
VSS-Pins, die in der Regel im Baustein gegeneinander 
isoliert sind. Die Bezeichnung PAD-kj bedeutet eine 

25 AnschluBstelle bzw. ein PAD mit der laufenden Nummer 
j an der Spannungsversorgung k (1 s k s i). Somit 
bezeichnet beispielsweise PAD-37 eine AnschluBstelle 
(PAD) mit der laufenden 7, welche mit ihrer Schutzstruk- 
tur an der Spannungsversorgung VSS-3 und/oder VCC- 

30 3 angeschlossen ist. 

Bei der vorbekannten integrierten Halbleiterschal- 
tung mit mehreren Spannungsversorgungen gibt es ins- 
besondere zwei Typen von kritischen ESD- 
Belastungsfallen, die nach MIL-Standard charakterisiert 

35 werden konnen. 

Der eine Typ bezieht sich auf einen ESD-Bela- 
stungsfall von PAD gegen Spannungsversorgung. Im 
Fall von i * k liegt eine ESD-Belastung der AnschluB- 
stelle PAD-kj gegen die Spannungsversorgung VCC-i 

40 oder VSS-i vor. Dies bedeutet, daB die lokale ESD- 
Schutzstruktur an PAD-kj nicht an VCC-i bzw. VSS-i 
angeschlossen ist und somit elektrisch nicht wirksam 
sein kann. Die ESD-Entladung wird in diesem Fall daher 
uber andere aktive Strukturen erfolgen (Gate-Oxide, 

45 PN-Dioden), die hierbei zerstort werden kfcnnen. Die im 
Falle von i=k vorliegende ESD-Belastung der AnschluB- 
stelle PAD-ij gegen die lokale Spannungsversorgung 
VCC-i Oder VSS-i ist unkritisch, da die ESD-Schutz- 
struktur im Entladepfad aktiv ist. 

so Der zweite Typ eines kritischen ESD-Belastungsfal- 
les bezieht sich auf eine ESD-Belastung PAD gegen 
PAD. Im Falle von i=k liegt eine Belastung von PAD-kj 
gegen PAD-km (AnschluBstellen an gemeinsamer 
VCC-k- bzw. VSS-k-Schiene) vor. Hierbei erfolgt bei der 

55 bekannten integrierten Halbleiterschaltung eine ESD- 
Entladung uber die Strecke PAD-kj - ESD - VCC-k bzw. 
VSS-k - ESD - PAD-km, d.h. die beiden ESD-Schutz- 
strukturen sind dabei in Serie geschaltet. Im Falle von i 
* k liegt eine ESD-Belastung von PAD-ij gegen PAD-km 
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(AnschluBstellen bzw. PADs an unterschiedlichen VCC- 
bzw. VSS-Schienen) vor. Dies bedeutet fur die 
bekannte integrierte Halbleiterschaltung, daB die lokale 
ESD-Schutzstruktur an PAD-ij und PAD-km nicht im 
Entladepfad liegen und deshalb elektrisch nicht wirk- 
sam sind. Die ESD-Enttadung wird daher wieder uber 
andere aktive Strukturen erfolgen (Gate-Oxide, PN- 
Dioden), die damit zerstCrt werden kSnnen. 

Bei den bekannten ESD-Schutzschaltungen bei 
mehrfachen Versorgungsspannungsanschlussen der 
integrierten Halbleiterschaltung besteht somit der 
Nachteil, daB insbesondere bei ESD-Belastungen "uber 
Kreuz" zwischen einer AnschluBstelle (PAD) und einer 
nicht lokalen Spannungsversorgung, beispielsweise 
zwischen PAD1-n und VSS-2 die lokale ESD-Schutz- 
schaltung nicht im Entiadungspfad angeordnet ist. Hier- 
bei flieBt in der Regel der ESD-Entladestrom uber 
parasit&re Substratdioden (Diffusionsgebiete am PAD 
mit parasitaren PN-Dioden zum Substrat) die dabei 
thermisch zerstfirt werden kdnnen. Hierbei ist zu 
berucksichtigen, daB, falls Versorgungspotentiale in der 
integrierten Halbleiterschaltung nicht niederohmig ver- 
bunden sind, im Rahmen der Produkt-Freigabe ESD- 
Belastungen nach MIL-Standard gegen alle Versor- 
gungspins (VSSi, VCCi) vorgeschrieben sind. 

Eine beispielhafte Ausfuhrung einer ESD-Schutz- 
schaltung ist. wie in Fig. 2 dargestelit, folgendermaBen 
aufgebaut: Zwischen einer beispielsweise ein Ein- 
gangssignal IN fuhrenden Leitung Lt und der ersten 
Potentialschiene P1-i ist ein Feldoxid-Transistor FOX 
angeordnet, dessen Gate mit der Leitung LI verbunden 
ist. Der AnschluBpunkt des Feldoxid-Transistors FOX 
an die Leitung LI sei mit x bezeichnet. Im weiteren Vei- 
lauf der Leitung LI ist, anschlieBend an den Punkt x ein 
Diffusionswiderstand Rdif angeordnet, an dessen Ende 
Oder kurz danach sich der eine AnschluB einer feldge- 
steuerten Diode ZVT befindet. Der andere AnschluB 
der feldgesteuerten Diode ZVT ist ebentalls mit der 
ersten Potentialschiene P1-I verbunden. 

Der eine AnschluB der feldgesteuerten Diode ZVT 
bildet dabei einen weiteren Punkt y der Leitung LI. Hier- 
bei ist angenommen, daB die feldgesteuerte Diode ZVT 
als sogenannter 0- Volt-Transistor ausgefuhrt ist. Bei 
dem als feldgesteuerte Diode ZVT fungierenden 0-Vo!t- 
Transistor gemaB Fig. 2 ist das die Fetdsteuerung 
bewirkende Gate (ebenfails wie seine Source) mit der 
ersten Potentialschiene PI -i verbunden. Die Source- 
und Drain-Bereiche des Feldox id -Transistors FOX sind, 
wie ublich, als Diffusionsgebiete ausgelegt (Source- 
Bereich S, Drain-Bereich D). Unterhalb des Source- 
Bereiches S und unterhalb des Drain-Bereiches D ist 
jeweils ein wannenformiger Bereich S-well bzw. D-well 
ausgebildet. Diese wannenformigen Bereiche S-well, 
D-well sind im Abstand zueinander angeordnet. wie in 
Fig. 3 dargestelit. Sie sind vom selben Leitungstyp wie 
der jeweilige Source- bzw. Drain-Bereich S. D. 

Bezugich weiterer Einzelheiten, Merkmale und Vor- 
teile der ESD-Schutzschaltung ESD-i wird ausdrucklich 
auf die EuropSische Patentanmeldung EP 0 623 958 A1 



derselben Anmelderin verwiesen und vollinhaltlich 
Bezug genommen. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, die bekannte inte- 

5 grierte Halbleiterschaltung derart weiterzubilden, daB 
diese auch hoheren Anforderungen an einen ESD- 
Schutz entsprechen und insbesondere ESD-Belastun- 
gen uber Kreuz wirksam vermieden werden konnen, 
ohne den Platzbedarf von ESD-Schutzschaltungen zu 

w vergrOBern. 

Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Mit- 
teln des Patentanspruches 1 gelost. ErfindungsgemaB 
ist vorgesehen, daB die Schutzschaltung einen zur 
Ableitung von Uberspannung dienenden Entladungs- 

15 pfad besitzt, der mit einer im Betrieb gegenuber sSmtli- 
cher AnschluBstellen der Schaltungsteile ein 
gemeinsames Bezugspotential fuhrenden Sammel- 
Potentialschiene gekoppelt ist. Dem Prinzip der Erfin- 
dung folgend ist die ESD-Schutzschaltung somit zwi- 

20 schen der zugeherenden AnschluBstelle (PAD) des 
Schaltungsteiles und eine fur alle PADs gemeinsame 
Potentialschiene angeschlossen. Auf diese Weise sind 
alle denkbaren ESD-Belastungsfalle gegen ein beliebi- 
ges Versorgungspotential symmetrisch angeordnet. 

25 Hierbei flieBt der ESD-Entladestrom in alien Fallen uber 
den Leitungspfad Schutzstruktur- Diode der gemeinsa- 
men Sammel-Potentialschiene. Eine ESD-Belastung 
der Substratdioden kann auf diese Weise wirksam ver- 
hindert werden, ohne eine platzintensive und kompli- 

30 zierte Schutzschaltung bzw. Schutzstruktur vorsehen 
zu mussen. 

Die Sammelpotentialschiene kann eine vollkom- 
men eigenst&ndige auf dem Halbieitersubstrat ausge- 
bildete Leitung sein; in besonders bevorzugter 

35 Ausgestaltung der Erfindung stellt die Sammelpotential- 
schiene eine auf dem Halbieitersubstrat ohnehin gebil- 
dete gemeinsame Potentialschiene dar, die im Betrieb 
der Halbleiterschaltung ein fur sSmtliche Schaltungs- 
teile gemeinsames Potential fuhrt. Die Auswahl der 

40 hierfur geeigneten gemeinsamen Potentialschiene 
hangt dabei von den vorhandenen Schutzstrukturen 
und den elektrischen Spezifikationen der angeschlos- 
senen PINs ab. Hierbei hangt die gewShlte Schutzstruk- 
tur (ESD) von der zur Verfiigung stehenden Technologie 

45 und der Chip-Spezifikation ab. Bei CMOS-Prozessen 
bieten sich Feldoxid-Transistoren, Bipolar-Transistoren 
oder auch Bipolardioden an. Die Effektivitat der Schutz- 
struktur steigt mit kleinerer Durchbruchspannung und 
hoher Strombeiastbarkeit. Als Bipolardioden konnen 

so unter Umst&nden parasitare PN-Dioden ausreichen, die 
in der Regel an den Versorgungsanschlussen mit gro- 
Bem Fl&chenanteil vorhanden sind. ZusStzliche PN- 
Dioden. die als Halbleitervorrichtung bereits im Entwurf 
eingeplant werden. haben in der Regel eine hehere 

55 Belastbarkeit. 

Insbesondere bei der Verwendung in einer dynami- 
schen Halbieiterspeichervorrichtung vom CMOS-Typ 
wird in besonders bevorzugter Weise als Sammelpoten- 
tialschiene der Potentialring fur die Substratspannung 
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bzw. Bulkspannung (VBB) der Halbleiterschaltung 
gewahlt. Dies hat zusatzlich den Vorteil, da3 die 
Schutzstruktur der parasitaren Substratdiode parallel 
geschaltet ist und unmittelbar Substratdurchbruche ver- 
hindert. Die Schutzstruktur ist hierbei ein NPN-Bipolar- 
transistor; die PN-Diode ist als Bauelement im Chip- 

Konzepteingebaut, 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Aus- 
fiihrungsbeispieien vermittels der Zeichnung naher 
erlautert. Dabei zeigt: 

Figur 1 eine schematische Darstellung der Anord- 
nung von ESD-Schutzschaltungen bei einer 
bekannten integrierten Halbleiterschaltung; 

Figur 2 eine schematische Darstellung einer ESD- 
Schutzschaltung; 

Figur 3 eine schematische Schnittansicht eines 
Teils der integrierten Halbleiterschaltung mit 
einem Schaltungsteil und der dem Schal- 
tungsteil zugeordneten ESD-Schutzschal- 
tung; 

Figur 4 eine schematische Darstellung der Anord- 
nung einer erfindungsgemaBen integrierten 
Halbleiterschaltung bei mehrfachen Versor- 
gungsspannungsanschlussen; und 

Figur 5 eine schematische Draufsicht der Anord- 
nung einer integrierten Halbleiterschaltung 
gemaB der Erfindung. 

Die Fig. 2 bis 5 zeigen ein bevorzugtes Ausfuh- 
rungsbeispiel der Erfindung. Bei einer integrierten Halb- 
leiterschaltung mit einem Halbleiter-Substrat Sub ist 
eine Anzah! von ersten Potentialschienen P1-1, P1-2, 
.... P1-i, die im Betrieb ein erstes Versorgungspotential 

VSS-1, VSS-2 VSS-i der Halbleiterschaltung tuh- 

ren, und eine Anzahl von zweiten Potentialschienen P2- 
1, P2-2, P2-i, die im Betrieb ein zweites Versor- 
gungspotential VCC-1, VCC-2 VCC-i der Halbleiter- 
schaltung fuhren, vorgesehen. Ferner ist eine Anzahl 
von aut dem Halbleitersubstrat ausgebildeten Schal- 

tungsteilen S1, S2, S3 Si vorgesehen, die zur Ver- 

sorgung mit elektrischer Spannung zwischen jeweils 
einer der ersten und einer der zweiten Potentialschiene 
angeschlossen sind. Zum Schutz der Schaltungsteile Si 
gegen Uberspannungen aufgrund einer ESD-Belastung 
sind Schutzschaltungen ESD-1, ESD-2, ESD-3, .... 
ESD-i vorgesehen, die jeweils im Leitungspfad zwi- 
schen einer AnschluBstelie PAD-11, PAD-1n PAD- 

2j. PAD-ij und dem zugehorenden Schaltungsteil ange- 
ordnet sind. Jede Schutzschaltung ESD-i besitzt einen 
zur Ableitung von Uberspannungen dienenden Entla- 
dungspfad EP, der mit einer im Betrieb gegenuber sSmt- 
lichen AnschluBstellen PAD-ij der Schaltungsteile Si ein 
gemeinsames Bezugspotential VESD fuhrenden Sam- 
mel-Potentiatschiene P-ESD gekoppelt ist, wobei im 
dargestellten Fall die Sammel-Potentialschiene P-ESD 
eine auf dem Halbleiter-Substrat (Sub) ohnehin gebil- 
dete gemeinsame Potentialschiene darstellt, die im 
Betrieb der Halbleiterschaltung ein fur s&rrrtiiche Schal- 
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tungsteile gemeinsames Potential VBB fuhrt, und zwar 
der Potential-Ring fur die Substratspannung VBB der 
Halbleiterschaltung. Im Falle eines Halbleitersubstrates 
vom P-Typ ist die Substrat- bzw. Bulkspannung die im 
Chip negativste Spannung dar. Beispielsweise betr&gt 
der Wert der internen Substratspannung minus 2,5 V. 

ftndtmgsge maB kQ nn-en-fton 
den eingangs genannten Typen von kritischen ESD- 
Belastungsfailen vermieden werden. 

Bei dem einen Typ des ESD-Belastungsfalles von 
PAD gegen Spannungsversorgung erfolgt im Falle von i 
^ k die Entladung stets uber die definierte Strecke PAD- 
kj-ESD-VESD-Diode-VCC-i bzw. VSS-L Der ESD-Ent- 
ladestrom flieBt uber den Pfad Schutzstruktur-VESD- 
Diode, so daB die Substratdioden selbst nicht belastet 
werden. Im Falle von i = k erfolgt die Entladung eben- 
falls uber die definierte Strecke PAD-kj-ESD-VESD- 
Diode-VCC-i bzw. VSS-i, also analog dem Fall i * k 
gem£B der Erfindung. 

Bei dem zweiten Typ des kritischen ESD-Bela- 
stungsfalles, d.h. einer ESD-Belastung PAD gegen PAD 
erfolgt die Entladung in vergleichbarer Weise uber die 
definierte Strecke PAD-kj-ESD-VESD-ESD-PAD-km. Im 
Falle von i * k, der bei der vorbekannten ESD-Schutz- 
struktur gegen Uberspannungen nicht geschutzt ist, 
erfolgt erfindungsgemaB die Entladung ebenfalls uber 
die definierte Strecke PAD-ij-ESD-VESD-ESD-PAD-km. 

In der Fig. 5 bezeichnet das mit "A" gekennzeich- 
nete Bauteil jeweils eine sogenannte Punch-Through- 
Einrichtung gemaB Einzeldarstellung, die an der jeweili- 
gen AnschluBstelie (PAD) angeschlossen ist und mit 
der lokalen Potentialschiene VSS-i verbunden ist. und 
das mit "B" gekennzeichnete Bauteil bezeichnet einen 
NPN-Bipolartransistor gem&B Einzeldarstellung, der an 
der jeweiligen AnschluBstelie (PAD) angeschlossen ist 
und mit der gemeinsamen Potentialschiene VBB ver- 
bunden ist. Daruber hinaus konen optional wenigstens 
einige der Bauteile "B" wie aus Fig. 5 ersichtlich auch 
zwischen VSS-i bzw. VDD-i und VBB angeschlossen 
sein. so daB sich in diesem Fall eine voile Symmetrie 
hinsichtlich ESD-Belastungen auch hinsichtlich VCC-i - 
VCC-k, VSS-i - VSS-k, und/oder VCC -i - VSS-k ergibt. 

Die Dioden D1, D2 stellen NP-Bipolardtoden dar 
und sind gemaB der Darstellung nach Fig. 5 an die 
jeweiligen lokalen Potentialschienen VSS-i bzw. VDD-i 
und mit der gemeinsamen Potentialschiene VBB ver- 
bunden. 

Somit sind bei der erfindungsgemaBen integrierten 
Halbleiterschaltung samtliche ESD-BelastungsfSlie 
gegen ein beliebiges Versorgungspotential syrnme- 
trisch, so daB insbesondere auch ESD-Belastungen 
uber Kreuz wirksam vermieden werden k6nnen. 

Patentanspriiche 

1 . Integrierte Halbleiterschaltung mit einem Halbleiter- 
Substrat (Sub), 
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mit einer Anzahl von ersten Potential sen i en en 
(P1-i), die im Betrieb ein erstes Versorgungs- 
potential (VSS-i) der Halbleiterschaltung fuh- 

mit einer Anzahl von zweiten Potentialschienen 5 
(P2-i), die im Betrieb ein zweites Versorgungs- 
ntial (VCC-i) dei HalbleiiutschaltUNy fuh= 
ren, 

mit einer Anzahl von auf dem Halbleiter-Sub- 
strat (Sub) ausgebildeten Schaltungsteilen (Si) to 
, die zur Versorgung mit elektrischer Spannung 
zwischen jeweils einer der ersten und einer der 6. 
zweiten Potentialschienen angeschlossen 
sind, 

mit einer auf dem Halbleiter-Substrat (Sub) 15 
ausgebildeten und jedem Schaltungsteil (Si) 
zugeordneten AnschluBstelle (PAD-ij), an wel- 
cher im Betrieb des Schaltungsteil es (Si) ein 
Eingangs- oder Ausgangssignal fur den jeweili- 
gen Schaltungsteil (Si) anliegt, 20 
mit einer dem Schaltungsteil (Si) zugeordneten 
und auf dem Halbleiter-Substrat (Sub) ausge- 7. 
bildeten Schutzschaltung (ESD-i) gegen Uber- 
spannungen, die eingangsseitig mit der 
zugeh6renden AnschluBstelle (PAD-ij) des 25 
jeweiligen Schaltungsteiles und ausgangssei- 8. 
tig mit dem jeweiligen Schaltungsteil verbun- 
den ist, 

dadurch gekennzeichnet. daB 30 

die Schutzschaltung (ESD-i) einen zur Ableitung 
von Uberspannungen dienenden Entladungspfad 
(EP) besitzt, der mit einer im Betrieb gegenuber 
sfimtlichen AnschluBstellen (PAD-ij) der Schal- 
tungsteile (Si) ein gemeinsames Bezugspotenttal 35 
(VESD) fuhrenden Sammel-Potentialschiene (P- 
ESD) gekoppelt ist. 



Potentialschiene (P2-i) des entsprechenden Schal- 
tungsteiles (Si) verbunden ist. 

Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daBdie Schutzschal- 
tung (ESD-i) einen in dem Halbleiter-Substrat (Sub) 
jsgebild ete n retdoxie^ranstst o r (FO X) a ufweisfr 
dessen Gate mit einer mit der zugeh6renden 
AnschluBstelle (PAD-ij) gekoppelten Leitung (LI) 
verbunden ist. 

Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB dem in dem Halb- 
leiter-Substrat (Sub) ausgebildeten Feldoxid-Tran- 
sistor (FOX) eine feldgesteuerte Diode (ZVT) 
nachgeschaltet ist, deren ein AnschluB mit der der 
zugehGrenden AnschluBstelle (PAD-ij) gekoppelten 
Leitung (LI) und deren andere AnschluB mit der 
zugehGrenden ersten Potentialschiene (P1-i) ver- 
bunden ist. 

Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die feldgesteuerte 
Diode (ZVT) als O-Volt-Transistor ausgefuhrt ist. 

Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 5 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen den 
mit der der zugehdrenden AnschluBstelle (PAD-ij) 
gekoppelten Leitung (LI) verbundenen Anschlus- 
sen des Feldoxid-Transistors (FOX) und der feldge- 
steuerten Diode (ZVT) ein Diffusionswiderstand 
(Rdif) geschaltet ist. 



2. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Sammel- 40 
Potentialschiene (P-ESD) eine auf dem Halbleiter- 
Substrat (Sub) ohnehin gebildete gemeinsame 
Potentialschiene darstellt, die im Betrieb der Halb- 
leiterschaltung ein fur s&mtliche Schaltungsteile 
gemeinsames Potential (VBB) fuhrt. 45 

3. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Sam- 
mel-Potentialschiene (P-ESD) der Potential-Ring 

fur die Substratspannung (VBB) der Halbleiter- so 
schaltung ist. 

4. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB die Sammel- 
Potentialalschiene (P-ESD) uber wenigstens ein 55 
Paar von zwei antiparallel geschalteten Diodenein- 
richtungen (D1, D2) mit der jeweiligen ersten 
Potentialschiene (Pl-i) und der jeweiligen zweiten 
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Abstract 



An integrated semiconductor circuit includes a semiconductor substrate. A number of first potential 
buses carry a first supply potential of the semiconductor circuit during operation. A number of second 
potential buses carry a second supply potential of the semiconductor circuit during operation. A number 
of circuit portions formed on the substrate are each connected between one of the first and one of the 
second potential buses for being supplied with electrical voltage. Connection points are formed on the 
substrate and are each assigned to one of the circuit portions for receiving an input or output signal for 
the circuit portion during operation of the circuit portion. Protective circuits are formed on the substrate 
and are each assigned to one of the circuit portions for preventing overvoltage. The protective circuits 
each have an input side connected to one of the connection points and an output side connected to the 
circuit portion. A common potential bus bar carries a reference potential being common with respect to 
all of the connection points during operation. The protective circuits have discharge paths coupled with 
the potential bus bar for dissipating overvoltages. 
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